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【手続補正書】
【提出日】令和3年12月1日(2021.12.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６２】
　一例では、シリコンをエッチングするために、以下の処理条件を使用してよい。
　表１．シリコンの高エネルギーＡＬＥ用の例示的処理条件
【表１】

【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０１７１】
　さまざまなタイミング概略図の例を図４Ａ～図４Ｇに描く。これらの図では、ＲＦプラ
ズマは、表面改質中にオフであるとして描かれているが、一方では、さまざまな実施形態
では、プラズマは、表面改質中にオンになる。図４Ａ～図４Ｇの例のすべてでは、改質ガ
スは、表面改質の間にオンで一定しており、パージ段階および除去の間にオフになり、除
去ガスは、除去の間にオンで一定しており、パージ段階および表面改質の間にオフになる
。図に描かれていないが、エッチングサイクル中にキャリアガスを連続して流してよいこ
とを理解されよう。いくつかの実施形態では、パージ段階のガスは、除去ガスと同じであ
り、したがって、パージ段階の間に除去ガスをオンにしてよく、一方では、プラズマもバ
イアス電力も配送されない（図示せず）。
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